asosomes | pOPIS VYNALEZU | 245368

REPUBLIKA

. . an ®1)
(19) K AUTORSKEMU OSVEDCENI
1) o 14
(22) P¥ihlsSeno 04 08 83 H 02 M 3/18//
(21) PV 5778-83 ) H 02 M 3/08

(40) Zvefejné&no 16 01 86

URAD PRO VYNALEZY !
(45) vyddno 15 09 87

A OBJEVY

(75)
Autor vynilezu REHAK RADOVAN ing., TEPLICE

(54) Zapojeni pro zvyseni napéti stejnosmérného napajeciho zdroje
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P¥i napdjeni elektronickgch za¥fzenf T
z mobilnfich zdroji, nap¥. z baterif, je
%asto t¥eba zvySit napétf, nebo vytvorit
dva symetrické napdjeci zdroje. XK tomu
d%elu se v&tZinou pouZivd polovodidovych
méni&h, jejichZ nevfhodou p¥i dosud pouZi- 4 Il ) II 4
vanych zapojenich bez induk&nosti je znad-
ny dbytek napé&ti na spinacich prvcich a .
z toho vyplyvajic{ nf{zkd energetickd d&in-
nost° méniée. Tuto nevyhodu odstranuje za-
pojeni podle vyndlezu, které pouZivé
oproti ostatnim zapojenim inverzni zapoje-
n{ spinacich tranzistort.
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Vyndlez se tykd zapojeni pro zvy¥eni napét{ stejnosm®rného napdjeciho zdroje pro
napdjeni elektronickych za¥izeni, nap¥. baterii, bez pouZitf{ induk&nosti.

Dopoiud poufivand zapojeni bez induk¥nosti pro zv¢¥enf nap&t{i pouZivajf takové
zapojeni spinacich tranzistord, kde kolektor je vstupni a emitor vystupnf svorkou. Toto
zapojeni ma zna&nou nevyhodu v tom, Ze uUbytek nap&tf{ na spinacim tranzistoru nemiZfe byt
men8{ neZ napéti Upg Da prechodu bdze - emitor spinaciho tranzistoru, zvé&tBené pfinejmensim
o satura®ni nap&tf UCE f{dfciho tranzistoru; nap¥. pro k¥emik je soulet obou t&chto napéti
vétE{ nef 1 V, Vzhledem k tomu, Ze pro napdjeni elektronickych za¥fzenf z baterif se
vét3inou poufivd napé&ti ¥4du jednotek V, zplsobuje dbytek nap&ti na spinacich tranzistorech
znadné energetické ztrdty. Nap¥. p¥i napdjecim nap&ti 6 V a dvou spinacich prvcich v sérii
je energetickd ztréta cca 33 %, pro ni%¥%{ napdjec{ nap&t{ je energetickd ztrédta relativné

jest& vy331, takfe takov4 zapojeni se stdvajf nepouZitelnymi.

Uvedené nevyhody odstranuje zapojeni pro zvy3eni nap&t{ bez induk&nosti podle vyné-
lezu, jeho% podstata spo&ivd v tom, fe obsahuje dva spinaci tranzistory s vodivostf typu
P, jejichZ emitory jsou napojeny na kladny pdl baterie, a dva spinaci tranzistory s vodi-
vosti typu n, jejich% emitory jsou napojeny na zdporn§y pdl baterie. B&ze obou komplementdrnich
dvojic spinacich tranzistord jsou vzdjemné& propojeny seriovym spojenim odporu a kandlu
kolektor - emitor ¥fdicfho tranzistoru. Bize ¥fdicich tranzistorl jsou napojeny na ¥{dici
signdl. Kolektory dvou spinacich tranzistord jsou p¥ipojeny na zem, kolektory zbgvajicich
dvou spinacfch tranzistord jsou p¥ipojeny na akumuladni kondenzdtory, jejichZ opa&né
pdly jsou spojeny se zemi.

Hlavn{ vyhodou zapojenf{ podle vyndlezu je minim&lnf dbytek nap&tf{ na spinacich
tranzistorech, dany pouze jejich satura®nim napdtim. V¢sledkem je zna&né snifeni energetickych
ztrdt v za¥fzen{, a moZnost vyufit{ tém&¥ celého nap&ti napédjeciho zdroje.

P¥{klad zapojeni podle vyndlezu je na vykresu. Zapojen{ obsahuje dva spinac{ tranzisto-~
ry Qpl a sz s vodivost{ typu p, jejichZ emitory jsou napojeny na kladny pdl baterie B, a
dva spinaci tranzistory‘gnl a Q ., s vodivost{ typu n, jejich% emitory jsou napojeny na zéporny
pdl baterie B. B&ze spfinacich tranzistord Qpl a Qni‘jsou Yzéjemné propojeny seriovym spojenim
odporu R, a kanélu kolektor ~ emitor ¥fdfcf{ho tranzistoru Q;I7rb53e spinacich tranzistori sz a
[+ 39} jsou vz&jemn& propojeny seriovym spojenim odporu R, a kandlu kolektor - emitor ¥{dicfiho

-tranzistoru Qna* Béze ¥idicich tranzistort Q1 2 On2 jsou pak napojeny na ¥fdic{ signdl. Ko-

lektor spinaciho tranzistoru Qpl je napojen na akumula&ni kondenzdtor Cgy+ kolektor spi-
naciho, tranzistoru Q2 N2 akumulaZn{ kondenzétor C.,. Kolektory spinacich tranzistord Q,,
ag, jsou vz&jemnd propojeny a p¥ipojeny spole¥n& se zbyvajicimi pSly akumulaZnfch kondenzi-
tord Cgy a Cgp DA zem.

Ridici tranzistory a1 2 2, mohou byt libovolného typu vodivosti. Jsou-li stejného
typu, mus{ byt buzeny komplementdrnim signélem a naopak.

Funkce zapojen{ spoliv4& v tom, Ze v prvn{ polovin& periody jsou otevieny tranzistory
Qpl a Q.1 pfes n&% se nabije kondenzdtor C Cgy na napét{ baterie +U. Ve druhé polovin¥ periody
jsou naopak otevfeny tranzistory sz a 9n2' pltes né&Z se nabije kondenz&tor Cgy na napéti
-U. Na %ivgch pdlech kondenz&toru C £ 2 sz je pak nap&ti 2 U.

PREDMET VYNALEZU

Zapojeni pro zvyZen{ napdti stejnosmérného napédjecfiho zdroje, vyznadené tim, Ze
emitory dvou spinacich tranzistq;ﬁ,(qpl a sz), s vodivost{ typu p jsou napojeny na kladny
pSl baterie (B), a emitory dvou spinacich tranzistort (in a an) s vodivosti typu n jsou
napojeny na zdporny pdl baterie (B), pfi¥emf bize spinacich tranzistord (Q 1) a (in) jsou
vzédjemnd propojeny seriovym spojenim odporu (Rl) a kandlu kolektor - emito; ¥{dficiho tranzisto-
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ru (le) a béze spinacich\tranzistorﬁ (sz) a (an) jsou vzédjemné& propojeny seriovym spo~
jen{m odporu (R,) a kandlem kolektor - emitor #{fdfcfho tranzistoru Qo) » béze Efdfcich
tranzistord (le) a (sz) jsou napojeny na ¥fdfc{ signdl, z§timco kolektor spfnaciho tranzisto-
ru (Qpl) je napojen na akumula&ni kondenzétor (Cfl) a kolektor spinaciho tranzistoru

(Q,,) je napojen na akumuladnf{ kondenzétor (Cepds pf¥ifemZz kolektor spinacf{ch tranzistord

(sz) a (in) jsou vzdjemn& propojeny a pfipojeny spoledné& se szvgjiciml poly akumulad-
nich kondenzitorid (C l) a (C 2) na zem.
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